CIGS Diinnschichtzelle aus Wikipedia (Text gekiirzt und korrigiert)

Transparent ZnO:Al (0.3-0.4 um)

front contact ZnG (~0.1 um)
CdS (~0.05 um)

Cu(ln,Ga)Se,
(1.5-2.5 um)

Mo (0.3-0.4 um)
Glass substrate

 als Riickkontakt: Substrat mit Molybdan (Mo) beschichtet

« p-n-Ubergang ist ein Heteroiibergang, das heiBt, die p- und n-dotierte
Schicht bestehen aus unterschiedlichen Halbleitern

* namensgebender Halbleiter Cu(In,Ga)Se2 wird als Absorber bezeichnet:

GroRteil des eingestrahlten Lichts wird hier aufgenommen. Er ist durch
intrinsische Defekte des Materials leicht p-dotiert.

* CdS Schicht uiiber chemisches Bad abgeschieden ergibt n-Seite der Diode
* ZnO ist Pufferschicht

» stark dotiertes ZnO hat Bandliicke 3.2 eV, d.h. durchsichtig und dient als
Kontakt



Diinnschichtmodul: Verschaltung von n und p am Beispiel von CSG Solar

CSG module schematic
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Quelle: CSG Solar www.csgsolar.com



